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1   はじめに 
酸化物ヘテロ構造における強相関電子の量子閉じ

込めは、酸化物エレクトロニクスへの応用[1]だけで
なく、低次元強相関電子系の基礎的な理解[2]への興
味のため、注目を集めている。近年、強相関酸化物

SrVO3 を用いた量子井戸（QW）構造において、強
相関電子の量子閉じ込めによる金属 QW 状態が発見
された[3]。この強相関電子の量子化状態では、従来
の金属 QW 状態では見られない、サブバンド構造に
おける異常な有効質量の増大が報告されている。今

回我々は、サブバンドに依存した有効質量増大の起

源を調べるために、SrVO3 QW 構造におけるその場

（in-situ）角度分解光電子分光（ARPES）を行い、
得られた ARPES スペクトルの詳細な形状解析を行
ったので報告する。 
 
2   実験 
実験は BL-28Aに設置した in-situ ARPES - レーザ

ー分子線エピタキシー（MBE）複合装置を用いて行
った。SrVO3極薄膜は Nb:SrTiO3（Nb = 0.05 wt%）
(001)基板上に作製した。SrVO3 超薄膜の膜厚は高速

電子線回折スポットの強度振動により原子レベルで

制御した。ARPES 測定は直線偏光を用いて光エネ
ルギー 80 eV、測定温度 20 Kで行った。スペクトル
の全エネルギー分解能は約 30 meVに設定した。 

 
3   結果および考察 
図 1 に 6 ML の SrVO3超薄膜における ARPES 像

を示す。量子数 n = 1 と 2 のサブバンドを比較する
と、n = 2のサブバンドの曲率（有効質量）が n = 1
のものに比べて小さく（重く）なっていることが見

て取れる。このサブバンドに依存した有効質量増大

の起源について知見を得るために、ARPES スペク
トルの形状解析を行った。ARPES イメージを運動
量方向に切り出した運動量分布曲線（MDC）のピー
ク幅は、自己エネルギーに関連することがよく知ら

れている[4]。そこで、図 1 に示すように MDC 幅を

求め、SrVO3 QW 構造におけるサブバンド毎の自己

エネルギーの大きさを見積った。その結果、サブバ

ンドの量子数 n 及び量子井戸幅に依存して、電子間
相互作用が変化していることを見出した。また、そ

の大きさは量子化準位のエネルギー位置と正の相関

を示すことが明らかとなった。このことは、SVO 金
属 QW 状態における異常有効質量増大が電子間相互
作用に起因していることを示している。 
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図 1. SrVO3 QW（6 ML）構造の ARPES 像と
MDC幅の見積り。 


